Tabela 3.1 RESUMO DASEQUACOESIMPORTANTES PARAOPERACAO DA JUNCAO pn.

Grandeza Relacdo Valores de Constantes e Parametros
(para Si intrinseco a T = 300 K)
Concentragdo de portadores > = BT "/ B =5,4x1031/(K3cm®)
no silicio intrinseco (/cm3) Eg=1,12eV
k=8,62x 103 eV/K
ni=1,5x1010/cm3

Densidade da corrente de J =—qD dp(x) J_ =+gD dn(x) g =1,60 x 10-1% Coulomb
difusdo (A/cm3) p P dx n nodx Dp =12 cm?/s

Dy, =34 cm?/s
Densidade da corrente de Jderiva =q(p ,Up wnu \E Hp = 480 cm2/Vs
deriva (A/cm3) fin = 1350 cm2/Vs
Resistividade (Q cm) p= l{q( pu +nu, )} Hp € tn dilflinuem com o aumento na

p concentracao de dopantes
Relacdo entre mobilidade e Dn D p VT=kTlgq
difusividade o a0 = 25mV
n p
Concentragdo de portadores = =n2
conasaode b 3 "o =4p Ppo =" Np
no silicio tipo n (/cm?)
Concentragao de portadores = =n2
conasae ae ot Ppo=la M0 =" Ny
no silicio tipo p (/cm?)
Tensdo interna da jungdo (V) V,=V.In N :lev DJ
Largura da regido de deplecio X, _ N & = &ilicio = 11,78
(cm) x, Np £, = 8,85 x 10-14F/cm
- -12
W, —x, +x, - ¢, [L+LJ(VO sy & 1 x 10-12F/cm
q \N, N,
Carga armazenada na regido _ NN,
de deple¢io (Coulomb) SN N,
Capacitancia de deplegdo (F) ~ _ £A .= £A
! Wdep ! Wdep Vr-o m= l a l
3 2

V m
cj=cjo/(1+vf;j

C; =2C,, (para polarizagdo direta)

Corrente direta (A)

I'=1Ih0p0 = Irorar = Ip +1I,
D
_ 2 p Vivy
I,=Agn; ——(e"" -1)
p ' D

D
I, = Aqn} (e -1

n-"A

a D
Corrente de saturagdo (A) I = Ag nf{ . D, J
L,N, LN,
T i rt _ _ =
meiﬁgci)t 2;1rei0\;1c(l;1)dos portadores r =I*/D, t,=L?/D, Lp,Lp=1a 1(210 Hm
T, Tn = 1al0ns
Carga armazenada devido aos @, =7,I, Q,=71,
portadores minoritarios (C) Q=0Q,+0Q, =11

Capacitancia de difusao (F)

Cy :(TT /VT)I




